
アナターゼ型 Ti1-xNbxO2の電気伝導の方位依存性 

 Orientation dependence of conductivity in anatase Ti1-xNbxO2 thin films. 
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【背景】アナターゼ型 Ti1-xNbxO2(TNO)は、新た

な透明導電体である。TNO の 001 配向のエピタ

キシャル膜および多結晶膜は 10－
4
 Ωcm以下の抵

抗率を示す。近年、TNO 中の電子伝導の有効質

量(me
＊)は異方性を有することが報告された[1]。

TNO の c 軸の me
＊は a 軸のものに比べて 3~6 倍

大きい。TNO のエピタキシャル薄膜は 001 配向

の報告がほとんどで、100 配向の報告はない。

我々は異方性の影響を調査するために 100 配向

した TNO 膜を成長させることに取り組んできた。

本講演では、その結果について報告する。 

【実験】スパッタリング法で MgAl2O4(100)単結

晶上に基板温度 450℃、O2/(Ar+O2) = 0.5%、全圧

1.0 Pa で TNO 薄膜を作製した。as-grown 膜を

650℃で 1 時間水素アニールを行った。X 線回折

(XRD)測定、抵抗率(ρ)測定によって評価を行った。 

【結果】XRD 測定によって、100 配向した TNO

が成長していることが分かった[Fig. 1]。 

  

MgAl2O4と TNO では、格子定数が大きく異なる。

したがって、MgAl2O4と TNO では、公倍数マッ

チングしているものと考えられる。as-grown膜は

絶縁性であったが、水素アニールにより導電性が

発現した。ρの温度依存性を調べると金属的な振

る舞いを示していた[Fig. 2]。001 配向膜の ρ値[2]

と比べて 100 配向膜の ρ 値は１桁高い。これは

me
＊の方位依存性が影響していると考えられる。

ところで、この 100配向膜はごく少量の 001ドメ

インを含んでいる[Fig. 1]。現在、完全な 100 配向

膜を作製して、導電の方位依存性を調査すること

に取り組んでいる。この取り組みについては当日

報告する予定である。 
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Fig. 1 TNO薄膜の 2θ/ω XRDパターン 

(＊は MgAl2O4の回折ピーク) 

Fig. 2 抵抗率の温度依存性 
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